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InGaZnO4 (IGZO) に代表される透明アモルファス酸化物半導体材料1)は、高移動度かつ大面積へ

の均一な膜形成が可能であることから次世代フラットパネルディスプレイ用材料として実用化に

向けた研究開発が進められている。従来からアモルファス酸化物半導体の電子構造は報告されて

いる2)が、酸化物半導体TFTの特性を制御する上で、TFT作製時のプロセス条件が電子構造に与え

る影響を明らかにすることが重要である。 

我々は、これまで Isothermal Capacitance Transient Spectroscopy (ICTS) 法により酸化物半導体 TFT

と同一構造、同一プロセスで作製した MOS ダイオードを用いて電子状態の評価を行ってきた 3,4)。 

しかしながら、MOS ダイオードを用いた評価では、デバイス構造におけるエッチストップ層直下

などのプロセスの影響を受けやすいバックチャネル側のチャネルの電子状態は反映されない。こ

のため、光励起電流の過渡応答を利用して電子状態を評価する Photoinduced Transient 

Spectoroscopy (PITS) 法 5)をデバイス構造を持つ IGZO 薄膜の評価に適用した。Fig. 1 は IGZO 成膜

後の熱処理前後のサンプルから得られた

PITS スペクトルである。熱処理のないサンプ

ルでは、130 K、200 K 付近、および 350 K よ

り高温域に欠陥準位の存在を示すピークが現

れる。一方、300℃の熱処理を行ったサンプル

では 200 K、350 K のピークが消失しており、

熱処理によって酸化物半導体TFTのチャネル

層の電子状態が変化していることがわかった。 

Fig. 1：PITS spectra from IGZO  

with and without annealing. 
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